Вплив плазми на амплітуду кільватерного поля збудженого в діелектричній структурі послідовністю електронних згустків.
Князєв Р.Р. (д.ф.м.н. Сотніков Г.В.)
В даній роботі досліджується вплив [1] плазмина амплітуду кільватерного[2] поля збуджуваного [3]  в діелектричній структурі послідовністю [4] релятивістських електронних згустків[5]. Структура [6], що розглядається, являє собою діелектричний хвилевід [7] циліндричної конфігурації з осьовим каналом [8], який заповнюється плазмою [9]. 

Вивчаються залежності амплітуди кільватерного поля від густини плазми для трьох випадків: 

1. параметри структури та згустків фіксовані;

2. змінюється внутрішній радіус діелектричної вставки в залежності від густини   плазми;

3. змінюється зовнішній радіус діелектричної вставки в залежності від густини плазми.

Для 2 и 3 випадку частота інжекції згустків драйверної послідовності підбирається відповідною до частоти ленгмюрівської хвилі та до першої моди власної діелектричної хвилі. 
Показано, що у разі тонкої настройки частот власних хвиль з частотою повторення послідовності зміною зовнішнього радіуса структури, інтервал густин плазми, де амплітуда збуджених кільватерних полів значно вище, ніж у вакуумній структури, може бути збільшена в порівнянні з двома іншими аналізованими випадками.

Показано, що при високих густинах плазми багатомодова природа власної діелектричної хвилі переходить в одномодовий режим. 
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